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Foreword

nductor devices, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by

The text of document 47/1602/FDIS, future edition 1 of IEC 60749-4, prepared by IEC TC 47,
oy
C as EN 60749-4 on 2002-07-02.
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This nical and climatic test method, as it relates to damp heat, steady state, highly accelerated

stress t AS), is a complete rewrite of the test contained in clause 4C, chapter 3 of EN 60749:1999.

The foIIowir@es were fixed:

— latestd hich the EN has to be implemented

at national by publication of an identical

national stan@arg or by endorsement (dop) 2003-04-01
— latest date by whi e national standards conflicting

with the EN have |thdrawn (dow)  2005-07-01
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The text of the International Stan@lEC 60749-4:2002 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
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AVANT-PROPOS

La CEl (ComQ n Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'e@le des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de fav la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électficiié~et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur ation est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet ﬁ peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en li vec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec I'Organisation Internatibnale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

Les décisions ou accords officiﬁ [% CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord internatio & les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
&

sont représentés dans chaque com études.
Les documents produits se présenten s la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techni ) rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les

Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification interg Ie, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure pfu, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence ent norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clai cette derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le ma escomme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conf a I'une de ses normes.

L’attention est attirée sur le fait que certains des élémen e la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droi alogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de prop t de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CEl 60749-4 a été établie@le comité d'études 47 de la CEl:

Dispositifs a semiconducteurs.

Q

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: O

FDIS Rapport de \@‘

47/1602/FDIS 47/1618/RVD'§
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute in ion sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST), est le résultat de la réécg

compléte de

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative a I'essgco;inu fortement

I’essai contenu dans l'article 4C du chapitre 3 de la CEI 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié a aﬂO?.
A cette date, la publication sera

reconduite; 0

supprimée;
remplacée par une édition révisée, ou
amendée.

Le contenu du corrigendum d’aodt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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(P Part 4: Damp heat, steady state,
O, highly accelerated stress test (HAST)
O FOREWORD

al_Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
ical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
ioh on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
ittees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
in this preparation. The IEC collaborates closely with the International

O) in accordance with conditions determined by agreement between the

all national elect
international co-ope
this end and in additi
entrusted to technical
participate in this prepa
with the IEC also parti
Organization for Standardizati
two organizations.

international consensus of opinio e relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Commit .

The documents produced have the for commendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, nical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

.
The formal decisions or agreem;%; of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
s

In order to promote international unificatfo National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum exte ossible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the sponding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

ﬁproval and cannot be rendered responsible for any
rds.

The IEC provides no marking procedure to indicaté™iis
equipment declared to be in conformity with one of its

Attention is drawn to the possibility that some of the ele
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for i

of this International Standard may be the subject
fying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60749-4 has been prep by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following docume

FDIS Report on vo@_

47/1602/FDIS 47/1618/RVD

¥

r N

Full information on the voting for the approval of this standard caWound in the report on

voting indicated in the above table.

)

This mechanical and climatic test method, as it relates to damp heat%d state, highly
accelerated stress test (HAST), is a complete rewrite of the test contain in clause 4C,

chapter 3 of IEC 60749.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives,”ﬁ.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

reconfirmed:; 0

withdrawn;
replaced by a revised edition, or
amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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) Partie 4: Essai continu fortement accéléré
*
(x

1 Domainpplication

La présente par;l de,la CEIl 60749 décrit un essai de contrainte de température et d’humidité

fortement accélér ST) qui est réalisé dans le but d’évaluer la fiabilité des dispositifs a
semiconducteurs so ftier non hermétique dans les environnements humides.
2 Essai HAST - Rem es générales

Cet essai HAST utilise des @ﬁons séveres de température, d’humidité et de polarisation
qui accéléerent la pénétratio @I’humidité a travers le matériau de protection externe
(enrobage ou scellement) ou leN@ng de l'interface entre le matériau de protection externe et
les conducteurs métalliques qui @aversent. La contrainte déclenche normalement les
mémes mécanismes de défaillanceque I'essai continu de chaleur humide «85/85» (voir
CEI 60749-5). Ainsi, on peut choisir soi méthode de vie continue avec 85 °C/85 % HR soit
la présente méthode d’essai. Lorsqu feux méthodes d’essai sont utilisées, les résultats
de l'essai de vie continue avec 85 °C/85 %=tR sont privilégiés par rapport a ceux obtenus
avec la méthode HAST. S‘L

*
Cette méthode doit étre considérée comme des@ve.

3 Appareillage d’essai é

Cet essai nécessite une enceinte a pression capable intenir une température spécifiée
et une humidité relative de maniére continue, tout en asslirant les connexions électriques
avec les dispositifs soumis aux essais dans une configuratu;? polarisation spécifiée.

3.1 Conditions contréolées ®/K

L’enceinte doit étre en mesure de fournir des conditions c 2es de pression, de
température et d’humidité relative pendant I’établissement des conditi d’essai spécifiées et
le retour aux conditions de départ. &

3.2 Profil de température

Un enregistrement permanent du profil de température pour chaque Qﬁ d’essai est
recommandé de maniére a pouvoir vérifier la validité de la contrainte.

3.3 Dispositifs sous contrainte @’A
|

Les dispositifs sous contrainte doivent étre physiquement situés de maniére a minimiserngtes
gradients de température. Les dispositifs sous contrainte ne doivent pas étre a moins d@r
des surfaces internes de I’enceinte et ils ne doivent pas étre soumis a la chaleur rayoniante
directe des éléments chauffants. Il convient que les cartes sur lesquelles les dispositifs sont
montés soient orientées de maniére a réduire les interférences avec la circulation de vapeur.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

highly accelerated stress test (HAST)

)\; Part 4: Damp heat, steady state,

1 Scope o

This part of IES 749 provides a highly accelerated temperature and humidity stress test
(HAST) for the pu of evaluating the reliability of non-hermetic packaged semiconductor
devices in humid envj ents.

2 HAST test — Gene marks

The HAST test employs sevg hditions of temperature, humidity and bias which accelerate
the penetration of moisture th (&y the external protective material (encapsulant or seal) or
along the interface between the external protective material and the metallic conductors which
pass through it. The stress usual tivates the same failure mechanisms as the “85/85”
damp heat, steady state humidity (see IEC 60749-5). As such the test method may be
selected from 85 °C/85 % RH steady te life or from this test method. When both test
methods are performed, test results }/85 % RH steady-state life test take priority over

| @@

This test method shall be considered destruc /6

%
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